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§１．研究開発成果の概要 

 
本研究課題では、sub-nm 世代技術として期待されている高性能 Ge(111) NS nFET/Ge(110) 

NS pFET および酸化物 nFET の微細な単体デバイスを試作し、その実デバイスからデバイスシ

ミュレーションに必要なパラメーターを抽出し、各種 FET のデバイスモデルを新たに構築する。さ

らに、それらを統合することで 3D CFET SRAM のシミュレーションを実現し、そのエネルギー消

費量を算出することで、高性能かつ低消費電力な SRAM の設計指針を提示することを目的とし

ている。本年度はこの目標達成のために昨年に引き続き各種 FET 試作のプロセス課題の抽出と

課題解決のための方策を検討する一方、3D CFET SRAM シミュレーションのための環境の改

善を進めた。 
今年度、前田グループでは、昨年度開発した Ge(111)OI 基板から、Ge GAA(Gate-All-

Around)構造作成プロセスの検討を行なった。ナノシート幅 Wns = ~ 80 nm 以下, ナノシート厚

さ Tns = ~50 nm 以下の Ge ナノシートを電子線露光装置を用いて作成した。さらに、GAA チャ

ネル構造を形成するため ALD 法を用いて Al2O3/ TiN の High-k/Metal Gate の連続堆積と

PVD 法による TiN 堆積を実施、良好な GAA 構造の確認を行なったところである。Ge(110) NS 
FET に向けて、Si(110)基板を使った Ge エピ構造とその転写方法の検証を進めた。酸化物チャ

ネルでは、ALD 装置を用いて sub-nm 世代に対応する数 nm 厚の In2O3酸化物チャネル FET
を作成した。3D 集積に向けて 400 度以下の低温で FET の作成可能であるが、その性能はわ

ずかな膜厚変化に極めて敏感であり、最適化にむけた精密な作成条件を検証しているところで

ある。 
服部グループでは、Ge(111) NS nFET/Ge(110) NS pFET のシミュレーションに向けて Ge に

おける移動度のモデリングに取り組んだ。特に、既存モデルの検証時や新規モデルの開発時に

必要となる輸送特性の理論計算環境の構築を進め、試験計算を開始した。 
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